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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

 本論文は、メタル・ソース/ドレイン（S/D）型 Ge-CMOS の実現に必要となるプロセス開発にお

いて、寄生抵抗の低い S/D 形成法を確立すると共に、ゲート絶縁膜に対する Al 堆積後熱処理によ

ってチャネル移動度が向上する機構を解明したものであり、半導体工学に寄与するところが大きい。

よって、本論文は博士（工学）の学位論文に値するものと認める。 

 

 

 

 

 

 


